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  MODERN METHODS OF AUDIO AND VIDEO CONTENT TRANSMISSION 

ON THE INTERNET RESOURCES 
 

Guliyev Anar Rasul oglu 

Summary 
 

The article is devoted to an overview of modern methods of transmitting audio and 

video content used on Internet resources, live between users. The main problems of 

transferring streaming video and audio data are outlined. The codecs used for encoding audio 

and video streams are considered. And also considered the WebRTC technology used to 

transfer audio and video content between users. 
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Xülasə: Yarımkeçiricilərdə elektrik keçiriciliyi mexanizmi bərk cismin zona nəzəriyyəsinə 

əsasən izahı, mütləq sıfır temperaturunda və heç bir aşkar olmadıqda bütün elektronlar atomlar arası 

rabitədə iştirakına  həsr olunmuşdur. Temperaturun sabit və mütləq sıfırdan yuxarı qalxdıqca 
elektronların bir hissəsi qadağan olunmuş zonanın eninə bərabər və ondan çox əlavə enerji olaraq 

kovalent əlaqələrin izahına aid məlumatlar verilmişdir. 

Temperaturun hər bir qiyməti üçün məxsusi yarımkeçiricidə sərbəst elektronların və deşiklərin 
konsentrasiyaları barədə olması geniş izah olunmuşdur. 

 

Açar sözlər: Generasiya, Rekombinasiya, Valent zona, Keçirici zona, Yürüklük, 

Konsentrasiya, Ekvivalent, Elektron, Kovalent və s. 
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Yarımkeçiricilərin elektrik keçiriciliyi mexanizmi bərk cismin zona nərəziyyəsinə əsasən edilə 
bilir. Məlum olduğu kimi mütləq sıfır temperaturunda və heç bir aşqar olmadıqda bütün elektronlar 

atomlararası rabitədə iştirak edirlər. Bu o deməkdir ki, valent zonasındakı bütün enerji səviyyələri 

elektronlarla doludur, keçiricilik zonası isə boşdur. İki zona arasındakı qadağan olunmuş zonanın eni 

germanium üçün ΔE=0.7 eV, silisium üçün isə ΔE=1.12 eV təşkil edir. Elektronun atomla əlaqəsinin 
qırılması və onun sərbəst yükdaşıyıcıya çevrilməsi üçün o keçiricilik zonasına düşməlidir. Bunun üçün 

elektrona ΔE-yə bərabər və ya ondan çox əlavə enerji verilməlidir. 

Temperatur mütləq sıfırdan yuxarı qalxdıqca elektronların bir hissəsi qadağan olunmuş 

zonanın eninə bərabər və ondan çox əlavə enerji alaraq kovalent ıəlaqələri gırır, valent 

zonasındakı enerji səviyyəsini tərk edərək keçiricilik zonasina keçirlər. Nəticədə keçiricilik 
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zonasında keçirijilik elektronları adlanan sərbəst elektronlar yaranır. Valent zonasında əmələ 

gəlmiş boş yerlər deşiklər adlanır. Deşiklər elektrik və magnit  sahələrində özlərini  yükü 

elektronun yukunə bərabər müsbət yuklu hissəjiklər kimi aparırlar.   

 Kristalda  bu cür elektron deşik  cütünün yaranması ptosesinə yükdaşıyıcılarının  

generasiyası detilir.       

İstilik enerjisinin təsirindən elektronlar keçiricilik zonasında, deşiklər isə valent 

zonasinda xaotik hərəkət hərəkət edirlər (həqiqətdə isə deşiklərin hərəkəti elektronların bir 

boş səviyyədən digərinə keçməsi ilə əlaqədardır,  deşiklər özləri hərəkət etmirlər). Bu hərəkət 

nəticəsində elektronların bir hissəsi artıq enerjisini itirərək, keçiricilik zonasından valent 

zonasına qayıdaraq oradakıboş səviyyələri tuturlar. Bu, elektron-deşik cütünün yox olmasına 

gətirib çıxarır və bu prosesə yükdaşıyıcıların rekobinasiyası deyilir. Əgər kristala xarici 

elektrik sahəsi təsir edərsə onun təsirindən elektronların və deşiklərin hərəkətləri 

istiqamətlənir: elektronlar sahə qüvvə xətlərinə qarşı, deşiklər isə qonşu atomların valent 

elektronları ilə tutulduqlarından sıçrayışlarla sahə qüvvə xətləri istiqamətində hərəkət edirlər. 

Temperaturun sabit qiymətində kristalın 1 sm3 həcmində elektron-ların  və deşiklərin 

sayına yükdaşıyıcıların müvazinət konsentrasiyası deyilir. Bu konsentrasiya termogenerasiya 

və rekobinasiya prosesləri arasındakı termodinamika tarazlıqla müəyyən edilir. Elektronların 

müvazinət konsentrasiyası no, deşiklərinki isə po-la işarə edilir. 

Kristalın keçiriciliyi hər iki növ yükdaşıyıcılarının hərəkəti ilə müəyyən olunur və 

elektron-deşik generasiyası prosesinin inten-sivliyindən asılı olur. Tam cərəyan sıxlığı 

elektron və deşik keçiriciliyi ilə müəyyən olunan cərəyanların sıxlıqları cəminə bərabərdir: 

 

                     J=Jp+Jn                                             (1) 

Belə aşqarı olmayan yarımkeçirici məxsusi yarımkeçirici, onun keçirciliyi isə məxsusi 

keçiricilik adlanır. 

Müvafiq olaraq elektron və deşik keçiriciliyi belə təyin olunur: 

  

                             ;nq ne                .pq pp                               (2) 

 

Burada µn -      elektronların yürüklüyü (germanium üçün 250 C-də 3500 sm2/V .san ). 

Yürüklük 1 V/sm sahə intensivliyində yüklü hisssəciklərin istiqamətlənmiş sürətinə deyilir.  

µ=
𝛥ѵ

𝐸
  - bu sürət onların sərbəst qaçış məsafəsilə mütənasibdir:  
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l - sərbəst yolun orta uzunluğu,    – istilik hərəkətinin orta sürətidir,  ;T    e- 

elektronun yükü, m- elektronun kütləsi, T  - istilik hərəkətinin orta sürətidir. 

Temperaturun hər bir qiyməti üçün məxsusi yarımkeçiricidə sərbəst elektronların və 

deşiklərin konsentrasiyaları bərabər olur: 

 

 

    ii pn                                            (4) 

İki keçiriciliyin cəmi məxsusi keçiriciliyə bərabərdir:  

                                     iekre nqpnq   )(                          (5) 
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µek –yükdaşıyıcıların  ekvivalent yürüklüyüdür. 

Yarımkeçiricinin müqavimətinin (keçiriciliyinin) temperaturun təsirindən asılı olaraq 

dəyişməsini araşdıraq. 

Temperatur artdıqca atomların istilikdən həyacanlanması artır və əmələ gələn hər iki tip 

yükdaşıyıcıların sayı çoxalır. Bununla əlaqədar olaraq rekombinasiya ehtimalı da yüksəlir və 

bu iki prosesin qarşılıqlı təsirindən dinamik tarazlıq yaranır. Tarazlıq halında 

  kT

W

ii eATpn 22

3 

                                       (6) 

 

olur. Burada A- fiziki sabitləri ifadə edən əmsal, k-Bolsman sabiti, T-mütləq temperatur, 

E  qadağan olunmuş zonanın enidir. 

Yükdaşıyıcıların ekvivalent yürüklüklərinin temperatur asılılığı təxmin belə ifadə 

olunur: 
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0  otaq temperaturunda yürüklükdür. 

Bunu nəzərə almaqla keçiriciliyi təyin edək: 
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0 ,  T   olduqda, yəni bütün kovalent əlaqələrin qırıldığı halda yarımkeçiricinin 

keçiriciliyidir. 
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ТЕМПЕРАТУРНАЯЗАВИСИМОСТЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВ 

КОНКРЕТНЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДНИКОВ 
 

Доцент  Гараев Джаббар Ибрагим оглу 

Резюме 
 

Статья посвящена описанию зависимости механизма электропроводимости в 

полупроводниках на основе зонной теории твердых тел.  Анализируется  участие 

электронов в межатомных связях при  нулевой температуре и  абсолютном  отсутствии 

инородных тел.  
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В ней приводятся сведения  относительно ковалентных связей части электронов, 

которые  при устойчивости  температуры  и при  обязательном превышенииее 

абсолютного нуля, становится равной ширине запрещенной зоны,  превышающей   

дополнительную  энергию. 

Подробно объясняется концентрация свободных электронов и дыр в конкретном 

полупроводнике для каждого значения температуры.  
 

TEMPERATURE DEPENDENCES OF SPECIFIC ELECTRIC 

CONDUCTIVITIES OF SEMICONDUCTORS 
 

Assoc. Garayev Jabbar Ibrahim 

Summary 
 

 The explanation of the mechanism of electrical conductivity in semiconductors based 

on the zone theory of solids is devoted to the participation of all electrons in interatomic 

communication at absolute zero temperature and in the absence of any detection. As the 

temperature is constant and rises above absolute zero, some of the electrons gain additional 

energy equal to or greater than the width of the forbidden zone. 

It has been explained in detail about the concentrations of free electrons and holes in a 

specific semiconductor for each value of temperature. 
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